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Термины, определения и буквенные обозначения 
параметроя
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ГОСТ
19095- 73*

(СТ СЭВ 2771—80)

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров 
СССР от 10 августа 1973 г. Ns 1960 срок действия у станов лон

с 01.01. 1975 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины, определения и буквенные обозначе
ния электрических параметров полевых транзисторов.

Термины и отечественные буквенные обозначения, установлен
ные стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, научно-технической, учебной и справочной 
литературе. Международные буквенные обозначения обязательны 
для применения в технической документации на полевые транзи
сторы, предназначенные для экспортных поставок.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2771—80.
Строчные индексы, обозначающие электроды, относятся к па

раметрам малого сигнала, прописные — к параметрам большого 
сигнала.

В случаях, когда не возникает сомнения в том, что используе
мое обозначение относится к максимально допустимому парамет
ру, опускается индекс «макс».

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в 
стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, 
которые разрешается применять, когда исключена возможность 
их различного толкования. Установленные определения можно при 
необходимости изменять по форме изложения, не допуская нару
шения границ понятий.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением М 1, утвержденным
в августе 1982 г ;  Пост. М 3400 от 27.08.1982 г (ИУС 12—82)
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В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты ряда стандартизованных терминов на немецком (D),  
английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на 
русском язьже и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Термин

Буквенное
обозначение

Определение

отечественное междуна
родное

1. Начальный ток стока 
D Drain-Source- 

Kurzschlubstrom
E. Drain current for 

VGS= 0
F. Courant de drain 

pour
v GS= o

нач ^ DSS Ток стока при напря
жении между затвором 
и истоком, равном нулю, 
и при напряжении на 
стоке, равном или пре
вышающем напряже
ние насыщения

la Ток стока 
D Drainstrom
E. Drain current
F. Courant de drain

Ток, протекающий в 
цепи сток—исток при 
напряжении сток—ис
ток, равном или боль
шем, чем напряжение 
насыщения, и при за
данном напряжении за
твор—исток

2 Остаточный ток сто
ка
D. Drain-Reststrom
E. Drain cut-off cur

rent
F Courant de drain 

au blocage

ост *DSX Ток стока при напря
жении между затвором 
и истоком, превышаю
щем напряжение отсеч
ки

2a. Ток стока при на
груженном затворе 
D Drainstrom bei

Widerstandsab- 
schluss zwischen 
Source und Gate

^Снагр ! DSR Ток стока при задан
ном напряжении сток— 
исток и включенном ме
жду затвором и исто
ком резистором
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Буквенное
обозначение

Определение

отечественное междуна
родное

E. Drain current, at 
a specified gate- 
source resistance

F. Courant de drain 
pour une resis
tance grille— 
source exterieure 
specifiee

26. Ток истока
D. Sourcesstrom
E. Source current
F. Courant de source

'и

2в. Начальный ток исто
ка
D Sourcestrom bei 

Kurzschluss zwi- 
srhen Drain und 
Gate

E. Source current 
with gate short— 
circuited to drain 

F Courant de source, 
la grille etant 
court—circuitee 
au drain

^Инач ^SDS Ток истока при на
пряжении затвор— 
сток, равном нулю, и 
заданном напряжении 
сток—исток

2r. Остаточный ток ис
тока
D. Sourcereststrom
E. Source current at a 

specified gate— 
drain condition

F. Courant de sou
rce dans des con
ditions grille— 
drain specifiees

^Иост *SDX Ток истока при задан
ных напряжениях за
твор—исток и сток—ис
ток

2д, Ток затвора
D. Gatestrom
E. Gate current
F. Courant de grille

^3

2e. Прямой ток затвора
D. Gatecturchlass- 

strom

^Зпр fGF
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Термин

Буквенное
обозначение

Пппй вй iTATiua.
отечественное междуна

родное

\j up С Д СЛСп ИС

E. Forward gate cur
rent

F. Courant direct de 
grille

2ж. Ток отсечки затвора
D. Gatesperrstrom 

bei vorgegebe- 
ner Drain—Sou
rce— Spanmmg

E. Gate cu t-off cur
rent (of a f ie ld - 
effect transistor), 
with specified 
drain—source 
circuit conditions

F. Courant de fuite 
de grille dans des 
conditions de cir
cuit drain-source 
specifies

^Зотс Igsx Ток в цепи затвора 
при заданных условиях 
цепи сток—исток

3. Ток утечки затвора
D. Gatereststrom
E. Gate leakage cur-* 

rent
F. Courant de fluite 

de drain

^З.ут l GSS Ток затвора при за
данном напряжении 
между затвором и ос
тальными выводами, 
замкнутыми между со
бой

4. Обратный ток пере*
хода затвор—сток
D. Gatereststrom 

(Source offen)
E. Gate cut-off cur

rent with source 
open—circuited

F. Courant residuel de 
grille

^ЗСО Igdo Ток, протекающий в 
цепи затвор—сток, при 
заданном обратном на
пряжении между затво
ром и стоком и разомк
нутыми остальными вы
водами

5. Обратный ток перехо
да затвор—исток
D, Gatereststrom 

(Drain offen)
E. Gate cut-off cur- 

rent with drain 
open—circuited

^зио ! GSO Ток, протекающий в 
цепи затвор-исток, при 
заданном обратном на
пряжении между затво
ром и истоком н разомк
нутыми остальными вы
водами
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Термин

Буквенное
обозначение

Определение
отечественное междуна

родное

F. Courant r&iduel 
de grille le drain 
etant en circuit 
ouvert

5a. Ток подложки
D. Substratstfom
E. Substrate current
F. Courant de subst- 

rat

1в

fi. Напряжение отсечки 
полевого транзистора 
Напряжение отсечки
D. Gate-Source-Span- 

mmg (Abschnur- 
spannung)

E. Gate-source cut
off voltage

F. Tension grilleso- 
urce de blocage

^ЗИ.отс UGS(0ff) Напряжение между 
затвором и истоком 
транзистора с р-п пере
ходом или с изолиро
ванным затвором, рабо
тающего в режиме обед
нения, при котором ток 
стока достигает задан
ного низкого значения

7. Пороговое напряже
ние полевого транзи* 
стора
Пороговое напряже* 
ние
D. Schwellespannung
E. Gate-source thre

shold voltage
F. Tension de seuil 

grille-source

^ЗИ пор u qst Напряжение между 
затвором и истоком 
транзистора с изолиро
ванным затвором, рабо
тающего в режиме обо
гащения, при котором 
ток стока достигает за
данного низкого значе
ния

7a. Напряжение сток-
исток
D. Drain—Source— 

Spanniung
E. Drain—source (d. 

c.) voltage
F. Tension (conti

nue) drain—sou
rce

^си Vds

76. Напряжение зат
вор—исток
D. Gate—Source—

—Spannung
E. Gate—source (d. c.) 

voltage
F. Tension (continue) 

grille—source

^зи Vgs
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Термин

Буквенное
обозначение

Определение
отечественное междуна

родное

7в. Прямое напряжен 
ние затвор — исток
D. Gate—Source— 

Durchlassspan- 
nung

E. Forward gate—so
urce (d. c.) vol
tage

F. Tension directe
(continue) gril
le—source

^ЗИпр uosf

7г. Обратное напряже
ние затвор—исток
D. Gate—Source— 

Sperrspannung
E. Reverse gate—so

urce (d. c.) vol
tage

F. Tension inverse 
(continue) gril
le—source

^ЗИобр Uqsr

7д. Напряжение за
твор-сток
D. Gate—Drain— 

Spannung
E. Gate—drain (d. 

c.) voltage
F. Tension (continue) 

grille—drain

^ЗС UGD

7e. Напряжение истока
подложка
D. Source—Substrat— 

Spannung
E. Source—substrate 

(d. c,) voltage
F. Tension (conti

nue) source—sub- 
strat

и ип USb

Vdb7ж. Напряжение сток- 
подложка

D. Drain— Substrat— 
Spannung

E. Drain—substrate
(d. c.) voltage

F. Tension (conti
nue) drain—sub
strat
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Буквенное
обозначение

Термин Определение
отечественное междуна*

родное

7з. Напряжение затвор
—подложка
D. Gate—Substrat— 

Spannung
E. Gate—substrate (d. 

c.) voltage
F. Tension (conti

nue) grille—sub
strat

^ зп U GB

7и. Пробивное напря
жение затвора
D. Gate—Source— 

Durchbruchspan- 
nung

E. Gate—source bre
akdown voltage 
(with drain short 
—circuited to so
urce)

F. Tension de cla- 
quage g rille - 
source

UЗпроб U{BR)GSS Напряжение пробоя 
затвор—исток при зам
кнутых стоке и истоке

8. Крутизна характери- S 
стики полевого тран
зистора
Крутизна характери
стики
D. Vorwartssteilheit
E. Forward transcon

ductance
F. Transconductance 

directe
9. Крутизна характерис- Sn 

тики по подложке

10. Сопротивление сток 
—исток в открытом 
состоянии
D. Drain—Source— 

Widerstand bei 
geoffnetem Tran
sistor

RСИ.отк

im s  Отношение изменения
тока стока к изменению 
напряжения на затворе 
при коротком замыка
нии по переменному то
ку на выходе транзисто
ра в схеме с общим ис
током

Отношение измене
ния тока стока к изме
нению напряжения на 
подложке при коротком 
замыкании по перемен
ному току на выходе 
транзистора в схеме с 
общим истоком

rDS(on) Сопротивление меж
ду стоком и истоком в 
открытом состоянии 
транзистора при задан
ном напряжении сток— 
исток, меньшем напря- 

I женин насыщения
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Буквенное
обозначение

Термин Определение

E. Drain-source on- 
state resistance

F. Resistance drain- 
source a I’etat 
passent

отечественное междуна
родное

10a. Сопротивление сток
—исток в закрытом
состоянии
D. Drain—Source— 

Widerstand bei 
gesperrtem Tran
sistor

E. Drain—source
off—state resis-
tence

F. Resistance drain 
—source a 1’etat 
bloque

11. Емкость сток—исток
D. Drain-Source-Ka- 

pazitat
E. Drain-source ca

pacitance
F. Capacite drain-so

urce

^СИзак

C С И О

rDSoff Сопротивление меж
ду стоком и истоком в 
закрытом состоянии 
транзистора при задан
ном напряжении сто к - 
исток

Cdso Емкость между сто
ком и истоком при ра
зомкнутых по перемен
ному току остальных 
выводах

12. Емкость затвор-^
сток
D. Gate-Drain-Kapa- 

zitat
E. Gate-drain capaci

tance
F„ Capacite grille- 

drain

Сзсо Cgdo Емкость между затво
ром и стоком при разом
кнутых по переменному
току остальных выво
дах

13. Емкость затвор—ис
ток
D. Gate-Source 

Kapazitat
E. Gate-source 

capacitance
F. Capacite 

grille-source

*gSO Емкость между затво
ром и истоком при ра
зомкнутых по перемен
ному току остальных 
выводах



ГОСТ 19095—73 Стр. 9

Термин

Буквенное
обозначение

Определение

отечественное междуна
родное

14. Входная емкость тю
левого транзистора
Входная емкость
D. Eingangskapazi- 

tat
E. Input capacitance
F. Capacite d’entree

^1хи Емкость между затво
ром и истоком при ко
ротком замыкании по 
переменному току иа 
выходе в схеме с общим 
истоком

15. Выходная емкость 
полевого транзистор 
pa
Выходная емкость
D. Ausgangskapazi- 

tat
E. Output capaci

tance
F. Capacite de sortie

Саги Емкость между сто
ком и истоком при ко
ротком замыкании по 
переменному току на 
входе в схеме с общим 
истоком

16. Проходная емкость 
полевого транзистора
Проходная емкость
D. Ruckwirkungska- 

pazitat
E. Reverce transfer 

capacitance
F. Capacite de trans- 

fert inverce

1̂2И ^12 SS Емкость между затво
ром и стоком при корот
ком замыкании по пере
менному току на входе 
в схеме с общим исто
ком

17. Полная входная про
водимость полевого 
транзистора 
Полная входная про
водимость
D. Kurzschluss- Ein- 

gangsscheinleit- 
wert

E. Short-circuit in
put admittance

F. Admittance d’ent- 
ree, la sortie etant 
en court-circuit

18. Активная составля

У и н Ух is

ющая входной про
водимости полевого 
транзистора
Активная входная 
проводимость 
D. Realteil des Kurz- 

schhiss-Eingangs- 
leitwertes

ёгш ё ш
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Буквенное
обозначение

Термин Определение

отечественное междуна
родное

E. Shors-circuit in
put conductance

F. Conductance d>n-
tree, la sortie
etant en court-cir
cuit

19. Полная проводи- yw  ym
мость обратной пе
редачи полевого
транзистора
Полная проводи
мость обратной пе- 
редачи
D. fturzschluss-Ruck- 

wirkungsschein- 
leitwert

E. Short-circuit re- 
verce-transfer ad
mittance

F. Admittance de 
transfect inverse, 
l*entr£e etant en 
court-circuit

20. Модуль полной про- [Ут] fe/m]
води мости обратной
передачи полевого 

анзнстора
эдуль полной про

водимости обратной 
передачи
D. Betrag des Kurz- 

schluss-Ruckwir- 
kfungsscheinleit- 
wertes

E. Modulus of the 
shortcircuit re
verse transfer ad
mittance

F. Module de l'admit- 
tance de transfert 
inverse, lpentr6e 
etant en court-cir
cuit
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Термин

Буквенное
обозначение

отечественное междуна
родное

Определение

21. Полная проводи
мость прямой пере
дачи полевого тран
зистора
Полная проводи
мость прямой пере
дачи
D. Kurzschluss-Uber- 

tragungsschein- 
leltwert

E. Short-circuit for
ward transfer 
admittance

F. Admittance de 
transfert direct, 
la sortie etant en 
court-circuit

У% 1 И y%is

2 2 .  Модуль полной про
водимости прямой 
передачи полевого 
транзистора
Модуль полной про
водимости прямой 
передачи
D. Betrag des Kurz- 

schluss-Obertra- 
gungsscheinleit- 
wertes

E. Modulus of the 
short-circuit for
ward transfer ad
mittance

F. Module de Tad- 
dmitance de tran
sfert direct, la 

sortie etant en co- 
urtcircuit

[̂ 21и] [^aul

23. Полная выходная 
проводимость поле
вого транзистора
Полная выходная 
проводимость
D. Kurzschluss- 

Ausgangsschein- 
leitwert

E. Short-circuit out
put admittance

Ую и Уггэ
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Термин

Буквенное
обозначение

Определение

F.

отечественное

Admittance de 
sortie, Tentree 
entant en court-cir
cuit

междуна
родное

24. Активная составляю
щая выходной про
водимости полевого 
транзистора
Активная выходная 
проводимость
D. Realteil des Kurz- 

schluss-Ausgangs-
leitwertes

E. Short-circuit out
put conductance

F. Conductance de 
sortie l’entree 
etant en couit-cir- 
cuit

25. Шумовое напряже
ние полевого тран
зистора
Шумовое напряже
ние
D. Rauschspannung
E. Noise voltage
F. Tension de bruit

26. Электродвижущая 
сила шума полевого 
транзистора
э. д. с. шума
D. Rausch-urspan- 

nung
E. Noise force elect

rovelocity

27. Шумовой ток поле
вого транзистора 
Шумовой ток
D. Rauschstrom
E. Noise current
F. Courant de bruit

£ 2 2  и

Vm

Em

I  ш

£ 2 2 $

Un Эквивалентное шумо
вое напряжение, приве
денное ко входу, в по
лосе частот при опреде
ленном полном сопроти
влении генератора в 
схеме с общим истоком

Спектральная плот
ность эквивалентного 
шумового напряжения, 
приведенного ко входу, 
при коротком замыка
нии на входе в схеме с 
общим истоком

Эквивалентный шу
мовой ток, приведенный 
ко входу, при разомкну
том входе в полосе час
тот Д f в схеме с общим 
истоком



ГОСТ 19095—73 Стр. 13

Термин

Буквенное
обозначение

Определенна

отечественное междуна
родное

28. Шумовое сопротив
ление полевого тран
зистора
Шумовое сопротив
ление
D. Rauschwider- 

stand
E. Noise resistance
F. Resistance de bruit

Яш Rn Эквивалентное шумо
вое сопротивление при 
коротком замыкании на 
входе в схеме с общим 
истоком, определяемое 
соотношением

_ £  ш г  R ш— 4 ^ 7 * » где п щ
— э. д. с. шума

29. Коэффициент шума 
полевого транзис
тора
Коэффициент шума
D. Rauschfaktor
E. Noise figure
F. Facteur de bruit

Кш F Отношение полной 
мощности шумов на вы
ходе полевого транзис
тора к той ее части, ко
торая вызвана тепловы
ми шумами сопротивле
ния источника сигнала

30. Коэффициент усиле
ния по мощности по
левого транзистора
Коэффициент усиле
ния по мощности
D. Leisfcungsverstar- 

kung
E. Power gain
F. Gain en puissance

КУР Gp Отношение мощности 
на выходе полевого 
транзистора к мощности 
на входе при определен
ной частоте и схеме 
включения

31. Время задержки 
включения полево
го транзистора
Время задержки 
включения
D. Einschaltverzoge- 

rungszeit
E. Turn-on delay ti

me
F. Retard a la croi- 

ssance

з̂д вкл hi (on) Интервал времени 
между 10%-ным значе
нием амплитуды фронта 
входного импульса, 
включающего полевой 
транзистор, и 10%-ным 
значением амплитуды 
фронта выходного им
пульса

32. Время нарастания 
для полевого тран
зистора
Время нарастания
D. Anstiegszeit
E. Rise time
F. Temps de crois- 

sance

|̂ф tr Интервал времени 
между 10%-ным и 90%- 
ным значениями ампли
туды фронта импульса 
на выходе при включе
нии полевого транзисто
ра
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Термин

Буквенное
обозначение

Лппв tt Tfouita
отечественное междуна

родное

33. Время задержки вы
ключения полевого 
транзистора
Время задержки вы
ключения
D. Ausschaltverzoge- 

rungszeit
E. Turn-off delay ti

me
F. Retard a la decroi- 

ssance

з̂д .вы к л tdioff) Интервал времёни 
между 90%-ным значе
нием амплитуды среза 
входного импульса, выз
вавшего включение по
левого транзистора, и 
90%-ным значением ам
плитуды среза выходно
го импульса

34. Время спада для по
левого транзистора
Время спада
D. Abfallzeit
E. Fall time
F. Temps de decrois 

sance

с̂п tf Интервал времени 
между 90%-ным и 10%- 
ным значениями ампли
туды среза выходного 
импульса при выключе
нии транзистора

35. Время включения 
полевого транзис
тора
Время включения
D. Einschaltzeit
E. Turn-on time
F. Temps total d’eta- 

blissement

в̂кл ton Интервал времени, яв
ляющийся суммой вре
мени задержки включе
ния и времени нараста
ния для полевого тран
зистора

36. Время выключения 
полевого транзис
тора
Время выключения
D. Ausschaltzeit
E. Turn-off time
F. Temps total de 

ceupoire

в̂ыкл toff Интервал времени, яв
ляющийся суммой вре
мени задержки выклю
чения и времени спада

37. Разность напряже
ний затвор-исток
D. Gate-Source-

Spannungsdiffe- j 
renz (eines Dop- 
pelgate-Feldeffekt- 
transistors

E. Defference of ga
te sorce voltage

F. Difference des
tension grille so
urce

I ^ЗИ1“  
~^ЗИ2 1

1 ^  Q\ ^621 Абсолютное значение 
разности напряжений 
между затвором и исто
ком сдвоенного полево
го транзистора при за
данном токе стока
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Буквенное
обозначение

Термин Определение

отечественное междуна
родное

38. Температурный уход 
разности напряже
ний затвор—исток
D. Temperaturdrift 

der Gate-Source— 
Spanmmgsdiffe- 
renz (eines Dop- 
pelgate-Feldef- 
fekttransistors)

E. Drift of difference 
of gate-source vol
tage with tempe
rature

F. Variation de la 
difference des 
tensions grille- 
source avec la 
temperature

д I ^зи , 
AT

^ЗИ2 I 
AT

39 Разность активных 
выходных проводи
мостей
D. Differenz der Re- 

altefle der Aus- 
gangsleitwerte 
(eines Doppelga* 
te-Feldeffekttran- 
sistors)

40 Отношение началь
ных токов стока
D. Drain-Source- 

Kurzschlussstrom- 
verhaltnis (eines 
Doppelgate-Feld- 
effekttransistors)

E. Ratio of drain 
currents

F. Rapport de cou- 
rant de drain

*̂22(h)2

^С(нач)1

^С(нач)2

Д 1^Ш
AT
^G2 I

AT

^DSgl
^DSS2

41. Разность токов утеч
ки затвора
D. Gatereststromdif

ferenz (eines 
Doppelgate-Feld- 
effekttransistors)

^3(ут)1“"
"~^3(ут)2

^GSSl - 
—/G5S2

Отношение измене
ния разности напряже
ний между затвором и 
истоком сдвоенного по
левого транзистора к 
вызвавшему его измене
нию температуры окру
жающей среды

Абсолютное значение 
разности активных вы
ходных проводимостей 
сдвоенного полевого 
транзистора

Отношение меньшего 
значения начального то
ка стока к большему 
значению начального то
ка стока сдвоенного по
левого транзистора
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Буквенное
обозначение

Определение
отечественное междуна

родное

41а. Постоянная рассеи
ваемая мощность 
стока

D. Drain-Source-Ver- 
lustleisfcung

?DS —

42*. Максимально до
пустимое напряже
ние сток—исток

D. Maximal zulassi- 
ge Drain-Source- 

Spannung
E. Maximum drain- 

source-voltage
F. Tension maxi- 

male drain-source

^СИ .max ^DSmax

43, Максимально допус
тимое напряжение 
затвор—исток
D. Maximal zulas- 

sige Gate-Source- 
Spannung

E. Maximum gate- 
source voltage

F. Tension grille-so
urce maximale

^ЗИ .тах ^GSmax

44. Максимально допус
тимое напряжение 
затвор—сток
D. Maximal zulassi- 

ge Gate-Drain- 
Spannung

E. Maximum gate- 
drain voltage

F. Tension grille- 
drain maximale

^ЗС .тах ^CDmax

45. Максимально допус
тимое напряжение 
сток—подложка
D, Maximal zulassi- 

ge Drain-Bulk- 
Spannung

^С П .тах ^  DB max

* Под максимально допустимыми параметрами понимают значения конкрет
ных режимов транзистора, которые потребитель не должен превышать при лю
бых условиях эксплуатации и при которых обеспечивается заданная надежность.
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Термин

Буквенное
обозначение

Определение

отечественное междуна
родное

E. Maximum drain- 
substrate voltage

F, Tension maximale 
drain-substrate

46. Максимально допус
тимое напряжение 
исток-подложка
D. Maximal zulassi- 

ge Source-Bulk- 
Spannung

E. Maximum source- 
substrate voltage

F. Tension maximale 
source-substrate

^И П .тах ^SBmax

47. Максимально допус
тимое напряжение 
затвор-подложка
D. Maximal zulas- 

sige Gate-Bulk- 
Spannung

E. Maximum gate- 
substrate voltage

F. Tension maximale 
grille-substrate

^ЗП .тах У GВт ах

48. Максимально допус
тимое напряжение 
между затворами
D. Maximal zulassi- 

ge Spannung 
zwischen den Ga
tes

E. Maximum gate- 
gate voltage

F. Tension maximale 
grille-grille

^(31-32)тах ^(С?1-(72)тач

49. Максимально допус
тимый постоянный 
ток стока
D. Maximal zulassi-

ger Drain- 
Gleichstrom

E. Maximum drain 
current

F. Courant maximale 
de drain

^С.тах ID. max
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Термин

Буквенное
обозначение

Определение
отечественное междуна

родное

50. Максимально допус
тимый прямой ток 
затвора
D. Maximal zulassi- 

ger Gate-Vor- 
wartsstrom

E. Maximum for
ward gate current

F. Courant directe de
grille

^3(np)max ^GF max

51. Максимально допус
тимый импульсный 
ток стока
D. Maximal zulas* 

siger Drain-Im- 
pulsstrom

^С(и)тах ^ГШтах Импульсный ток стока 
при заданных длитель
ности и скважности им
пульсов

5Z Максимально допус
тимая постоянная 
рассеиваемая мощ
ность полевого тран
зистора
D. Maximal zulassi- 

ge Dauerverlust- 
leistung

E. Power dissipation
F. Dissipation de 

puissance

Р  max Рр$тйк

53. Максимально допус
тимая импульсная 
рассеиваемая мощ
ность полевого тран
зистора
D. Maximal zulassi- 

ge Impulsver- 
lustleistung

Р1 итах Рмтях Мощность, рассеива
емая полевым транзис
тором в импульсе при 
заданных скважности и 
длительности импульсов
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время включения
Время включения полевого транзистора 
Время выключения
Время выключения полевого транзистора 
Время задержки включения
Время задержки включения полевого транзистора
Время задержки выключения
Время задержки выключения полевого транзистора
Время нарастания
Время нарастания для полевого транзистора 
Время спада
Время спада для полевого транзистора
Емкость входная
Емкость выходная
Емкость затвор-исток
Емкость затвор-сток
Емкость полевого транзистора входная
Емкость полевого транзистора выходная
Емкость полевого транзистора проходная
Емкость проходная
Емкость сток-исток
Коэффициент усиления по мощности
Коэффициент усиления по мощности полевого транзистора
Коэффициент шума
Коэффициент шума полевого транзистора
Крутизна характеристики 
Крутизна характеристики полевого транзистора 
Крутизна характеристики по подложке 
Модуль полной проводимости обратной передачи 
Модуль полной проводимости обратной передачи полевого 

транзистора
Модуль полной проводимости прямой передачи 
Модуль полной проводимости прямой передачи полевого 

транзистора
Мощность полевого транзистора рассеиваемая импульсная 

максимально допустимая
Мощность полевого транзистора рассеиваемая постоянная 

максимально допустимая
Мощность стока рассеиваемая постоянная 
Напряжение затвор-исток
Напряжение затвор-исток максимально допустимое
Напряжение затвора пробивное 
Напряжение затвор-исток прямое 
Напряжение затвор-исток обратное 
Напряжение затвор-подложка
Напряжение затвор-подложка максимально допустимое
Напряжение затвор-сток
Напряжение затвор-сток максимально допустимое
Напряжение исток-подложка
Напряжение исток-подложка максимально допустимое 
Напряжение между затворами максимально допустимое 
Напряжение отсечки
Напряжение отсечки полевого транзистора 
Напряжение полевого транзистора пороговое 
Напряжение полевого транзистора шумовое

35
35
36
36
31
31
33
33
32
32
34
34
14
15
13
12
14
15
16
16
11
30
30
29
29
8
8
9

20

20
22

22

53

52
41а
76
43
7и
7в
7г
7з
47
7д
44
7е
46
48

6
6
7

25
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Напряжение пороговое 7
Напряжение сток-исток 7а
Напряжение сток-исток максимально допустимое 42
Напряжение сток-подложка 7ж
Напряжение сток-подложка максимально допустимое 45
Напряжение шумовое 25
Отношение начальных токов стока 40
Проводимость входная активная 18
Проводимость входная полная 17
Проводимость выходная активная 24
Проводимость выходная полная 23
Проводимость обратной передачи полевого транзистора полная 19
Проводимость обратной передачи полная 19
Проводимость полевого транзистора входная полная 17
Проводимость полевого транзистора выходная полная 23
Проводимость прямой передачи полевого транзистора полная 21
Проводимость прямой передачи полная 21
Разность активных выходных проводимостей 39
Разность напряжений затвор-исток 37
Разность токов утечки затвора 41
Сопротивление полевого транзистора шумовое 28
Сопротивление сток-исток в закрытом состоянии 10а
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии 10
Сопротивление шумовое 28
Составляющая входной проводимости полевого транзистора

активная 18
Составляющая выходной проводимости полевого транзистора

активная 24
Ток затвора 2д
Ток затвора прямой 2е
Ток затвора прямой максимально допустимый 50
Ток истока 26
Ток истока начальный 2в
Ток истока остаточный 2г
Ток отсечки затвора 2ж
Ток подложки 5а
Ток полевого транзистора шумовой 27
Ток перехода затвор-исток обратный 4
Ток перехода затвор-сток обратный 5
Ток стока 1а
Ток стока импульсный максимально допустимый 51
Ток стока начальный 1
Ток стока остаточный 2
Ток стока при нагруженном затворе 2а
Ток стока при разомкнутом выводе остаточный 2
Ток стока постоянный максимально допустимый 49
Ток утечки затвора 3
Ток шумовой 27
Уход разности напряжений затвор-исток температурный 38
Э. д. с. шума 26
Электродвижущая сила шума полевого транзистора 26
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АЛФА1ИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abfallzeit 34
Anstiegszeit 32
Ausgangskapazitat 15
Ausschaltverzogerungszcit 33
Ausschaltzeit 36
Betrag des Kurzschluss-Ruckwirkungsscheinleitwertes
Betrag des Kurzschluss-Ubertragungsscheinieitwertes 20
Differenz der Realteile der Ausgangsleitwerte 22
(eines Doppeigate-Feldeffekttransistors) 39
Drainreststrom 2
Drainstrom la
Drainstrom bei Widerstandsabschluss zwischen Source und 
Gate 2 a
Drain-Source-Kapazitat 11
Drain-Source-Kurzschlussstrom 1
Drain-Source-Kurzschlussstromverhaltnis
(eines Doppelgate-Feldeffekttransistors) 40
Drain-So<urce-Spannung 7a
Drain-Source-Verlustleistung 41 a
Drain-Source-Widerstand bei gesperrtem Transistor 10a
Drain-Source-Widerstand bei geoffnetem Transistor W
Drain-Substrat-Spannung 7ж
Eingangskapazitat 14
Einschaltzeit 35
Einschaltverzogerungszeit 31
Gate-Drain-Kapazitat 12
Gate-Drain-Spannung 7д
Gatestrom 2д
Gaterestrom 3
Gatereststrom (Source often) 4
Gatedurchlassstrom 2e
Gatesperrstrom bei vorgegebener Drain-Source-Spannung 2ж
Gatereststrom (Drain often) 5
Gatereststromdifferenz (eines Doppelgate-Feldeffekttransis- 
tors) 41
Gate-Source-Durchbruchspannung 7u
Gate-Source-Kapazitat 13з
Gate-Source-Spannung 7з
Gate-Source-Durchlassspannung 7b
Gate-Source-Sperrspannug 7r
Gate-Substrat-Spannung 76
Gate-Source-Spannung (Abschniirspannung) 6
Gate-Source-Spannungsdifferenz (eines Doppelgate-Feldeffekt- 
transistors) 37
Kurzschluss-Eingangsscheinleitwert 17
Kurzschluss-Ausgangsscheinleitwert 23
Kurzschluss-Ruckwirkungsscheinleitwert 19
Kurzschluss-Obertragungsscheinleitwert 21
Leistungsverstarkung 30
Maximal zulassige Drain-Source-Spannung 42
Maximal zulassige Gate-Source-Spannung 43
Maximal zulassige Gate-Drain-Spannung 44
Maximal zulassige Drain-Bulk-Spannung 45
Maximal zulassige Source-Bulk-Spannung 46



Стр. 22 ГОСТ 19095— 73

Maximal ziulassige Gate-Bulk-Spa*mung . ч 47
Maximal zulassige Spannung zwischen den Gates 48
Maximal zulassiger Drain-Gleichstrom 49
Maximal ziulassiger Gate-Vorwartsstrorn 50
Maximal zulassiger Drain-Impulsstrom 51
Maximal zulassige Dauerverlustleistung 52
Maximal zulassige Impulsverlustleistfung 53
Rauschspannung 25
Rauscburspannung 26
Rauschstrom 27
Rauschwiderstand 28
Rausclifaktor 29
Realteil des Kurzschluss-Ausgangsleitwertes 24
Realteil des Kurzschluss-Eingangsleitwertes 18
Riickwirkungskapazitat 16
Schwellspannung 7
Sourcestrom 26
Sourcestrom bei Kurzschluss zwischen Drain und Gate 2b
Sourcereststrom 2r
Source-Substrat-Spannung 7e
Substratstrom 5a
Temperaturdrift der Gate-Source-Spannungsdifferenz
(eines Doppelgate-Feldeffekttransistors) 38
Vorwartssteilheit 8

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Difference of gate-source voltages 37
Drain current for V g s= ^  1
Drain current la
Drain current, at a specified gate-source resistance 2a
Drain cut-off current 2
Drain-source capacitance Ц
Drain-source off-state resistance 10a
Drain-source on-state resistance 10
Drain-source (d. c.) voltage 7a
Drain-substrate (d. c.) voltage 7ж
Drift of difference of gate-source voltage with temperature 38
Fall time 34
Forward gate current 2e
Forward gate-source (d. c.) voltage 7b
Forward transconductance 8
Gate current 2д
Gate cut-off current with drain open-circuited 5
Gate cut-off current with source open-circuited 4
Gate cut-off current (of a field-effect transistor), with spe
cified drain-source circuit conditions 
Gate-drain capacitance 
Gate-drain (d. c ) voltage 
Gate-drain cut-off current 
Gate leakage current 
Gate-source breakdown voltage 
(with drain short-circuited to source)
Gate-source capacitance 
Gate-source cut-off current 
Gate-source cut-off voltage 
Gate-source threshold voltage

2ж
12
7д

4 
3

7и
13
5
6 

7
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Gate-source (d: с.) voltage
Gate-substrate (d. c.) voltage
Input capacitance
Maximum drain current
Maximum drain-source voltage
Maximum drain-substrate voltage
Maximum forward gate current
Maximum gate-drain voltage
Maximum gate-gate voltage
Maximum gate-source voltage
Maximum gate-substrate voltage
Maximum source-substrate voltage
Modulus of the short-circuit forward transfer admittance
Modulus of the short-circuit reverse transfer admittance
Noise current
Noise force electrovelocity
Noise resistance
Noise voltage
Noise figure
Output capacitance
Power dissipation
Power gain
Ratio of drain current
Reverse gate-source (d. c.) voltage
Ratio of forward transconductances
Reverce transfer
Rise time
Short-circuit forward transfer admittance 
Short-circuit input admittance 
Short-circuit input conductance 
Short-circuit output admittance 
Short-circuit output conductance 
Short-circuit reverse transfer admittance 
Source current
Source current, at a specified gate-drain condition
Source current, with gate short-circuited to drain
Source-substrate (d. c.) voltage
Substrate current
Turn-off delay time
Turn-off time
Turn-on delay time
Turn-on time

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Admittance d’entree, la sortie etant en court-circuit
Admittance de sortie, l’entree, et&nt en court-circuit
Admittance de tranfer direct, la sortie etant en court-circuit
Admittance de transfert inverse, Ten tree etant en court-circuit
Capacite d’entree
Capacite de sortie
Capacite de transfer inverse
Capacite drain-source
Capacite grille-drain
Capacite grille-source
Conductance d’entree, la sortie etant en court-circuit 
Conductance de sortie I’entree etant en court-circuit

76
7з
14
49
42
45
50
44
48
43
47
46
22
20
27
26
28
25
29
15
52
30
40
7r
16
32
21
17
18
23
24
19
26
2r
26
7e
5a
33
36
31
35

17
23
21
19
14
15
16
11
12
13
18
24
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Courant de bruit
Courant de drain
Courant de drain au blocage
Courant de drain pour Vqs * 0
Courant de drain pour une resistance grille-source
exterieure specifiee
Courant de fuite de drain
Courant de grille
Courant de source
Courant de source dans des conditions grille-drain spfccifiees
Courant de source la grille etant court-circuitee au drain
Courant de substrat
Courant directe de grille
Courant maximale de drain
Courant residuel de grille
Courant residuel de grille le drain etant en circuit ouvert
Difference des tension grille-source
Dissipation de puissance
Facteur de bruit
Gain en puissance
Module de l’admittance de transfert direct, la sortie etant en 
court-circuit
Module de i’admittance de transfert inverse Tentrte etant en 
court-circuit
Rapport de courant de drain 
Resistance de bruit
Resistance drain-source a I'etat bloqu6
Rapport des transconductances directes
Resistance drain-source а Гёtat passent
Retard a la croissance
Retard a la decroissance
Temps de croissance
Temps de decroissance
Temps total de coupture
Temps total d’etablissement
Tension de bruit
Tension de cl aqua ge grille-source 
Tension de seuil grille-source 
Tension directe (continue) grille-source 
Tension (continue) drain-source 
Tension (continue) drain-substrat 
Tension (continue) grille-drain 
Tension grille-drain maximale 
Tension (continue) grille-source 
Tension grille-source de blocage 
Tension grille-source maximale 
Tension (continue) grille-substrat 
Tension inverse (continue) grille-source 
Tension maximale drain-source 
Tension maximale drain-substrate 
Tension maximale grille-grille 
Tension maximale grille-substrate 
Tension maximale source-substrate 
Transconductance directe 
Tension (continue) source-substrat
Variation de la difference des tensions grille source avec la 
temperature _________

27
la
2
1

2a
3

2д
26
2r
2b

5a
50
49
4
5

37
52
29
30

22

20
40
28

10a
10
31
33
32
34
36
35
25
7u
7

7b
7a
7ж
7д
44
76

6
43
7з
7r
42
45
47
46
7e
8

38
48
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